
Fig. 1 Schematics of EB-evaporated a-Si structures:  
(a) a-Si/glass (b)glass/a-Si, (c) glass/SiNx/a-Si. 
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FLA でのa-Siの結晶化におけるSiNx反射防止膜とパルス光入射方向の影響 
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[背景] 

安価なガラス基板上に電子線蒸着非晶質 Si 

(a-Si) 膜を堆積し、Xe ランプからのミリ秒台

の瞬間放電光を利用したフラッシュランプア

ニール (FLA)により結晶化させることで、膜厚

µm 台かつ大粒径結晶粒からなる多結晶 Si 

(poly-Si)膜の形成が可能である[1]。これまで

我々は、a-Si 膜側から FLA 光を照射すること

で結晶化を行ってきたが、ガラス／Si 間に光

吸収層が無ければ、基板側からの FLA による

結晶化も期待でき、さらに反射防止機能を持つ

薄膜が挿入されていれば、結晶化に必要なパル

ス光強度の低減も見込める。今回我々は、光の

入射方向の、形成される poly-Si 膜の特性への

影響を調査するとともに、反射防止膜として窒

化 Si (SiNx) 膜を形成し、パルス光エネルギー

の低減を試みた。 

[実験手法] 

図 1に、試料構造を示す。a-Si膜側から FLA

を行う従来の配置の他、ガラス側からの FLA

も試みた。また、ガラス基板と a-Si膜の間に、

反射防止膜としてプラズマ化学気相堆積

(PECVD)法で 70–80 nmの SiNx膜を堆積した試

料についても、ガラス側から FLA を行った。

FLA は、Ar雰囲気中で、プレヒート温度 500 °C、

照射強度 7–19 J/cm2、照射時間 7 msのパルス

光を、各試料に 1度だけ照射した。その後ラマ

ン分光法により、FLA 後の Si 膜の結晶化の有

無を評価し、また、結晶 Si ピークの半値幅と

ラマンシフトを比較した。 

[結果] 

Fig. 2に、試料(a)–(c)の FLA 後のラマンスペ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クトルを示す。結晶 Si のラマンピークはすべ

て 517 cm-1付近にあり、半値幅も 4.5 cm-1程度

と一致している。このことから、SiNxの有無、

およびランプ光の入射方向によらず、同等の

poly-Si膜が形成されることが明らかとなった。

また、反射損失を差し引いて計算した、a-Si

膜に実際に入射したパルス光強度は、(a) 9.76 

J/cm2, (b) 9.62 J/cm2, (c) 9.55 J/cm2であり、SiNx

反射防止膜が結晶化に必要なパルス光強度の

低減に有効に寄与することも明らかにした。 
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Fig. 2 Raman spectra of Si films after FLA 
for structures (a), (b) and (c). 
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